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Annotatsiya: Ushbu maqolada kristall panjaralar bilan bog‘liq asosiy tushunchalar, shu 

jumladan qattiq jismlardagi atomlarning tartibli va davriy joylashuvi haqida umumiy ma’lumot 

berilgan. Elementar yacheyka deb ataladigan kristallning eng kichik bo‘linmas tarkibi o‘rganiladi. 

Birlik yacheykadagi atomlar soni yacheyka chetlari, burchaklari va hajm markazlaridagi atomlarning 

joylashuvi kabi omillarni hisobga olgan holda aniqlanadi.  

  Keywords: kristall panjaralar, kristall tuzilishi, kristallografiya, panjara doimiysi, eng yaqin 

qo'shnilar, kristallografik yo'nalishlar, atom tuzilishi, kristallografik guruhlar. 

Kristall deganda, qattiq jismni tashkil etgan atomlarning tartibli va davriy joylashganini 

tushunamiz. Bunda atomlar fazoda bir-birlari bilan har xil burchaklardagi 3 ta yo‘nalish bo‘ylab 

davriy joylashgan bo‘ladi. Kristallardagi xohlagan atomni olib eng yaqin qo‘shni atomlar asosida 

tuzilgan (a,b,c) hajmga ega bo‘lgan geometrik shakl bu berilgan kristallning elementar yacheykasi 

deb ataladi. Demak, bu elementar yacheykani a,b,c yo‘nalishlar bo‘yicha ko‘chirish hisobiga 

xohlagan o‘lchovdagi kristall hosil qilish mumkin. Elementar yacheyka asosini tashkil etgan (a,b,c) 

yo‘nalish bo‘yicha vektorlar kattaligi kristall panjara doimiysi deb ataladi. Demak, kristallning eng 

kichik bo‘linmaydigan xolati bu elementar yacheyka bo‘lib xizmat qiladi. 

Kristall panjaraning atomlarining a,b,c yo‘nalishlari orasidagi burchaklar va a,b,c yo‘nalishlar 

qiymatiga qarab kristall panjaralar tuzilishini 14 xilga bo‘lish mumkin. Bulani Bravi elementar 

yacheykalar deb ataladi. Bu 14 xil kristall yacheykalarni 7 ta guruhga ajratiladi. 
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Elementar yacheyka o‘z ichiga olgan atomlar sonini quyidagicha hisoblab topiadi: Masalan, 

kub elementar yacheykada har bir tugunda joylashgan atom bir vaqtning o‘zida xuddi shunday 8 ta 

elementar yacheyka tuzulishida ishtirok etganligi uchun tugunda joylashgan atomlar soni A ni topish 

uchun 8 ga bo‘lish lozim. / 8A  bo‘ladi.Demak, tugunda joylashgan atomning 1/8 qismigina shu 

elementar yacheykaga taalluqli bo‘ladi. 

Agar kub yacheyka tomonlari markazlashgan bo‘lsa (1-rasm), unda tomonlarda turgan atom 2 

ta shunday elementar yacheyka tuzilishida qatnashayotgani uchun undagi atomlar soni В ning yarmi 

ya’ni / 2B  shu ko‘rilayotgan elementar yacheykaga tegishli bo‘ladi. Agar atomlar kub yacheykaning 

qirralari orasida joylashgan bo‘lsa, undagi atomlarning 1/4 qismigina shu elementar yacheykaga 

tegishli bo‘ladi. Qirradagi atomlar soni C bo‘lsa, unda bu yacheykaga tegishli atomlar soni / 4C  

bo‘ladi. Agar kub panjara hajmiy markazlashgan bo‘lsa, (1-rasm), uning hajmidagi atom faqat shu 

yacheykaga tegishli bo‘ladi. 

Shunday qilib, biz o‘rganayotgan har qanday elementar yacheykaga tegishli atomlar sonini 

quyidagicha aniqlash mumkin: 

/ 8 / 4 / 2N A C B D= + + +       (1) 

Kristallarda yana koordinatsion son degan tushuncha mavjud. Bu kristalldagi xohlagan 

atomning eng yaqin qo‘shni atomlari sonini ko‘rsatadi. Bunday qo‘shni atomlar ko‘rilayotgan atomga 
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nisbatan yaqin, uzoq va yanada uzoqroq joylashishiga qarab koordinatsion son har xil tartibga ega 

bo‘ladi.  

 

a)                       b) 

1- rasm.Tomonlari markazlashgan kub yacheyka (a),  hajmiy markazlashgan kub yacheyka (b). 

Kub kristallda 1-tartibli kordinatsion son bu ko‘rilayotgan atomning eng yaqin qo‘shni atomlar 

sonini, 2-tartibli koordinatsion son esa undan keyinroq masofada joylashgan qo‘shni atomlar sonini, 

3-tartibli koordinatsion son esa 2- tartibli koordinatsion sondan keyingi masofada joylashgan atomlar 

soni bilan bu tartib kristallarda 1 + 𝑛 gacha davom etishi mumkin, ya’ni koordinatsion sonlar 𝑁- 

tartibli bo‘lishi mumkin. Shuni ta’kidlash lozimki, kristallarda xohlagan atom uchun 1,2,3, . . . 𝑛 

tartibli koordinatsion soni va ko‘rilayotgan atom bilan xohlagan koordinatsion sondagi masofa 

o‘zgarmas bo‘ladi. Bu degani, kristallarda hamma vaqt yaqin va uzoq tartib mavjud bo‘ladi. 
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ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРА ПЛЕНКИ CaF2/Si, ИМПЛАНТИРОВАННОГО 

ИОНАМИ БАРИЯ  

Нормурадов М.Т1,  Ташатов А.К1,  Раббимов Э.А2,  Давлатов М.А1. 

1 –Каршинский государственный университет,  

2-Джизакский политехнический институт 

 

Аннотация. В данной работе исследуются пленки CaF2 и их потенциал для создания 

приборов в области твердотельной электроники, включая интегральные схемы (БИС) и 

ультрабыстрые интегральные схемы (УБИС). Работа представляет некоторые важные 

характеристики этих пленок. Рост монокристаллических пленок CaF2 на подложке Si (100) 

начинается с механизма Странского-Крастанова и затем переходит к механизму Франка-Ван-

дер-Мерве. Исследования показывают, что поверхность пленок CaF2 (100) становится 

кристаллической (1х1) после высокотемпературного прогрева. Дополнительно, исследованы 

инородные примеси в приповерхностной области пленок CaF2, включая кислород и углерод, 

а также небольшое количество атомов S и N. Оптимальная температура обезгаживания пленок 

СаF2 составляет 1000-1050 K, что приводит к уменьшению концентрации кислорода. 

Ключевые слова: Пленки CaF2, Твердотельная электроника, ультрабыстрые 

интегральные схемы, Механизм роста пленок, Монокристаллические пленки 

Пленки CaF2 имеют большую перспективу в создание уникальных приборов 

твердотельный электроники, в частности БИС и УБИС. Поэтому в данном работе приводятся 

некоторые важные характеристики пленок CaF2 [1-3]. Отметим, что рост МЛЭ пленки CaF2/Si 

(100) в начальным этапе происходит по механизму Странского – Крастанова, затем 

реализуется рост по механизму Франка–Ван-дер– Мерве. Поверхность (1х1)  CaF2 (100) 

формируется после высокотемпературного (Т=1120 К) прогрева пленок с d  150200 Å (рис. 

1.). 


